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Die folgendan Angaben sind den vom Anmelder eingereichten Unteriagen entnommen 

Prufungsantrag gem. § 44 PatG ist gestellt 
@) Pegelumsetzerschaltung 

(|7) Eine Pegelumsetzerschaltung wird geschaffen, die als 
ein Obertragungsgate-Treiber verwendet wird, indem ein 
Zellenblock und ein Leseverstarker fur eine Speicher- 
schaltung, wie z. B. einen DRAM mit einem gemeinsamen 
Leseverstarker, verbunden sind. Die Schaltung enthalt ei- 
nen dritten MM OS-Transistor (NM34), dessen Gate-An- 
schluB eine extern angelegte Spannung VCC empfangt, 
dessen Source-AnschluS mit dem Knoten A* verbunden 
ist und dessen Drain-Anschluft mit einem Knoten D* ver- 
bunden ist, einen ersten PMOS-Transistor (PM31), dessen 
Gate-AnschlufS mit dem Knoten D' verbunden ist und des- 
sen Drain-Anschlufl mit dem Knoten C* verbunden ist, 
worin dessen Source-AnschlufS und ein Substrat eine er- 
hdhte Spannung VPP empfangen, einen zweiten PMOS- 
Transistor (PM32), dessen Gate-AnschlufS mit dem Kno- 
■ . ten C* verbunden ist und dessen Drain-AnschluG mit dem 
B Knoten D' verbunden ist, worin dessen Source-AnschlufS 
i und ein Substrat die erhohte Spannung empfangen, ei- 
nen dritten PIVlOS-Transistor (PM33), dessen Gate-An- 
schluf^ mit dem Knoten C verbunden und dessen Drain- 
Anschlufl mit einem Knoten O' verbunden ist, worin des- 
sen Source-AnschlufS und ein Substrat eine erhohte 
Spannung VPP empfangen, einen vierten NMOS-Transi- 
stor (NM35), dessen Gate-AnschluR mit dem Knoten C 
verbunden ist, dessen Drain-AnschlufS mit dem Knoten O' 
verbunden ist und dessen Source-Anschlufi ein zweites 
Eingangssignal {EIN2) empfangt, und einen vierten 
PMOS-Transistor (PiVI34), dessen Gate-AnschJuf^ mit dem 
Knoten D* verbunden ist, ... 
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Beschreibung 

Die vorliegende Erfindung bezieht sich auf eine Pegelum- 
setzerschaltung und insbesondere auf eine Pegeluinselzer- 
schaltung, die drei verschiedene Spannungspegel unter Ver- 5 
weadung einer Schakung ausgeben kann, ohne eine zusatz- 
liche Schaltung vorzusehen. 

Wie in Fig. 1 dargestellt ist, enthalt der herkommliche 
Spannungspegelumsetzer einen Inverter INV 1 1 zum Inver- 
tieren eines Eingangssignals EIN, einen NMOS-Transistor lO 
NMll, dessen Gate-AnschluB ein Ausgangssignai vom In- 
verter INVl 1 empfangt, dessen Source-AnschluB mit einer 
Erdungsspannung VSS verbunden ist und dessen Drain-An- 
schluB mit einem Knoten B verbunden ist, einen NMOS- 
Transistor NM12, dessen Gate-AnschluB eine extern ange- 15 
legte Spannung VCC ennpfangt, dessen Source-AnschluB 
mit dem Knoten B verbunden ist und dessen D rain- An- 
schluB mit einem Knoten C verbunden ist, einen NMOS- 
Transijstor NM13, dessen Gate-AnschluB die extern ange- 
legte Spannung VCC empfangt, dessen Source-AnschluB 20 
ein Ausgangssignai vom Inverter INVll empfangt und des- 
sen Drain-AnschluB mit einem Knoten D verbunden ist, ei~ 
nen NMOS-Transistor NM14, dessen Gate-AnschluB eine 
Versorgungsspannung VCCP empfangt, dessen Source-An- 
schluB mit dem Knoten D verbunden ist und dessen Drain- 25 
AnschluS mit dem Knoten E verbunden ist, einen PMOS- 
Transistor PMll, dessen Gate-AnschluB mit einem Knoten 
E verbunden ist und dessen Drain- Anschlufi mit dem Kno- 
ten C verbunden ist, worin die Versorgungsspannung an des- 
sen Source-AnschluB bzw. das Substrat geliefert wird, einen 30 
PMOS-Transistor PM12, dessen Gate-AnschluB mit dem 
Knoten C verbunden ist und dessen Drain-AnschluB mit 
dem Knoten E verbunden ist, worin die Versorgungsspan- 
nung VCCP an dessen Source-AnschluB bzw. das Substrat 
geliefert wird, einen PMOS-Transistor PM13, dessen Gate- 35 
AnschluB mit dem Knoten C verbunden ist und dessen 
Drain-AnschluB mit einem Knoten O verbunden ist, worin 
die Versorgungsspannung VCCP an dessen Drain-AnschluB 
bzw. das Substrat geliefert wird, einen PMOS-Transistor 
PM14, dessen Gate-AnschluB mit dem Knoten E verbunden 40 
ist, dessen Source-AnschluB mit dem Drain-AnschluB des 
PMOS-Transistor PM13 verbunden ist und dessen Drain- 
AnschluB mit dem Knoten O verbunden ist, worin die Ver- 
sorgungsspannung VCCP an das Substrat angelegt wird, 
und einen NMOS-Transistor NM15, dessen Gate-AnschluB 45 
die Versorgungsspannung VCCP empfangt, dessen Source- 
AnschluB die extern angelegte Spannung empfangt und des- 
sen Drain-AnschluB mit dem Drain-AnschluB des PMOS- 
Transistors PM14 verbunden ist, worin ein Ausgangssignai 
AUS am Knoten O ausgegeben wird. 50 

Die Funktion des herkornmlichen Spannungspegelumset- 
zers wird nun mit Verweis auf die beiliegenden Zeichnun- 
gen erlautert. 

Wie in den Fig. 2A bis 2G dargestellt ist, wird zunachst, 
wenn das Eingangssignal HIN von einem hohen Pegel auf 55 
einen niedrigen Pegel getriggen wird, am Knoten A, der ein 
AusgangsanschluB des Inverters INVll ist, das Signal voin 
niedrigen Pegel in einen hohen Pegel ubergefiihrt. Der 
NMOS-Transistor NMll wird daher eingeschallet, und der 
Pegel des Signals am Knoten B wird ein niedriger Pegel. Da 60 
der NMOS-Transistor Nlvn 2 irnmer eingeschaltei ist, wird 
zu dieser 2Leit der Pegel des Signals am Knoten C ein niedri- 
ger Pegel. 

Am Knoten D liegt der Pegel des Signals durch den 
NMOS-Transistor NM13 innerhalb eines Bereichs VCC-Vt. 65 
Wenn der Pegel des Signals am Knoten C ein niedriger Pe- 
gel wird, wird der PMOS-Transistor PM12 aktiviert, so daB 
das Signal am Knoten E bis zur Versorgungsspannung 
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VCCP erhoht wird, und das Signal wird in den Pegel VCCP- 
Vt ubergefuhrl. Daher werden die PMOS-Transisioren 
PMll und PM14 eingeschallet. Vtist hier eine Schwellen- 
spannung, die etwa QJ Voir betragt. 

Da der Pegel des Signals am Knoten C ein niedriger Pegel 
ist, wird der PMOS-Transistor PM13 eingeschaltet, und der 
Pegel des Signals am Knoien O wird die Versorgungsspan- 
nung VCCP. Der Pegel des Ausgangssignals AUS wird 
namlich die Versorgungsspannung VCCP. 

Wenn das Eingangssignal EIN vom niedrigen Pegel in ei- 
nen hohen Pegel iibergefuhrt wird, wird danach am Knoten 
A der Pegel des Signals vom hohen Pegel in einen niedrigen 
Pegel iibergefuhrt. Daher wird der N'MOS-Transistor NMll 
ausgeschaltet, und der Signaipegel wird am Knoten D in ei- 
nen niedrigen Pegel iibergefuhrt. Daher wird der Signaipe- 
gel am Knoten E ein niedriger Pegel, der PMOS-Transistor 
PMll aktiviert, der Signaipegel am Knoten C auf die Ver- 
sorgungsspannung VCCP erhoht und werden die PMOS- 
Transistoren PM12 und PM13 ausgeschaltet. 

Da der Signaipegel am Knoten E niedrig ist, wird auBer- 
dem der PMOS-Transistor PM14 akdviert. Da der NMOS- 
Transistor NM15 ursprunglich eingeschaltet ist, wird das 
Ausgangssignai AUS am Knoten O ein Pegel der extern an- 
gelegten Spannung VCC. 

In einer Speicherschaltung, wie z. B. dem DRAM, wird 
daher, um den Spannungspegelumsetzer als einen Ubertra- 
gungsgate-Treiber zu nutzen, der Pegel des Ausgangssignals 
AUS die extern angelegte Spannung VCC, dessen Pegel im 
Fall des ausgewahlten Blocks in die Erdungsspannung VSS 
iibergefuhrt werden sollte. Um die Erdungsspannung VSS 
abzugeben, sollte auBerdem eine Schaltung vorgesehen sein, 
die den Signaipegel vom Pegel der extern angelegten Span- 
nung VCC zum Pegel der Erdungsspannung VSS verschie- 
ben bzw. umsetzen kann. 

Eine Aufga.be der vorliegenden Erfindung ist folglich, 
eine Pegelumsetzerschaltung zu schaffen, die die oben er- 
wahnten Probleme lost, auf die man im Stand der Technik 
trifft. 

Eine andere Aufgabe der vorliegenden Erfindung besteht 
darin, einen verbesserten Spannungspegelumsetzer zu 
schaffen, der einen Dreiphasenspannungspegel ausgeben 
kann, ohne eine zusatzliche Schaltung vorzusehen. 

Eine weitere Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist, 
eine verbesserte Pegelumsetzerschaltung zu schaffen, die 
als ein tlbertragungsgate-Treiber verwendet wird, indem ein 
Zellenblock und ein Leseverstarker fiir eine Speicherschal- 
tung, wie z. B. einen DRAM mit einem gemeinsamen Lese- 
verstarker, verbunden werden. 

Eine weitere Aufgabe der vorliegenden Erfindung besteht 
darin, eine verbesserte Pegelumsetzerschaltung zu schaffen, 
die einen niedrigen Energieverbrauch ermoglicht und eine 
hohe Geschwindigkeit und geringe Anordnungsflache auf- 
weist. 

Um die obigen Aufgaben zu losen. wird eine Pegelumset- 
zerschaltung geschaffen, die einen Inverter zum Invertieren 
eines Eingangssignals, einen ersien NMOS-Transistor, des- 
sen Gate-AnschluB ein durch den Inverter invertiertes Ein- 
gangssignal empfangt, dessen Source-AnschluB mit einer 
Erdungsspannung VSS verbunden ist und dessen Drain-An- 
schluB mit einem Knoten B' verbunden ist, einen zweiten 
NMOS-Transistor, dessen Gare-AnschluB ein erstes Ein- 
gangssignal empfangt, dessen Source-AnschluB mit einer 
Erdungsspannung VSS verbunden isi und dessen Drain-An- 
schluB mit einem Knoten A' verbunden isr, einen dritten 
NlVIOS-Transistor, dessen Gate- AnschluB eine extern ange- 
legte Spannung VCC empfangi, dessen Source-AnschluB 
mit dem Knoten A' verbunden ist und dessen Drain-An- 
schluB mit einem Knoten D' verbunden isr, einen ersten 



DE 198 25 034 A 1 



3 



PMOS-Transistor, dessen Gate-AnschiuB mit dem Knoten 
D* und dessen Drain-AnschluB mit dem Knoten C verbun- 
den ist, worin dessen Source- AnschluS und ein Substrat eine 
erhohte Spannung VPP empfangen, einen zweiten PMOS- 
Transistor, dessen Gale-AnschluB mit dem Knoten C ver- 5 
bunden ist und dessen Drain-Anschlufi mit dem Knoten D* 
verbunden ist, worin dessen Source-AnschluS und ein Sub- 
strat eine erhohte Spannung empfangen, einen dritten 
PMOS-Transistor, dessen Gate-AnschluB mit dem Knoten 
C verbunden ist und dessen Drain-AnschluB mit dem Kno- lO 
ten O' verbunden ist, worin dessen Source-AnschluB und ein 
Substrat eine erhohte Spannung VPP empfangen, einen 
vierten NMOS -Transistor, dessen Gate-AnschluB mit dem • 
Knoten C verbunden ist, dessen Drain-AnschluB mit dem 
Knoten C verbunden ist und dessen Source-AnschluB ein 15 
zweites Eingangssignal empfangt, und einen vierten PMOS- 
Transistor enthalt, dessen Gale-AnschluB mit dem Knoten 
D' verbunden ist, dessen Sdurce-AnschluB mit dem Knoten 
C verbunden ist und dessen Drain-AnschluB das zweite 
Eingangssignal empfangt. 20 

Weitere Vorteile, Aufgaben und Merkmale der Erfindung 
werden aus der folgenden Beschreibung ersichtlicher. 

Ein Ausfuhrungsbeispiel einer Pegelumsetzerschaltung 
gemaB der vorliegenden Erfindung wird im folgenden an- 
hand schematischer Zeichnungen beschrieben. Es zeigen: 25 

Fig. 1 ein Schaltungsdiagramm, das einen herkommli- 
chen Spannungspegelumsetzer veranschaulicht; 

Fig, 2A bis 2G Weilenformdiagrarnme von Signalen von 
Fig.l; 

Fig. 3 ein Schaltungsdiagramm, das eine Pegelumsetzer- 30 
schaltung gemaB der vorliegenden Erfindung veranschau- 
licht; 

Fig. 4A bis 4H Wellenfornidiagramme von Signalen von 
Fig, 3, wenn eine erste Eingangsspannung eingespeist wird; 
und 35 

Fig. 5A bis 5H Wellenfornidiagramme von Signalen von 
Fig, 3, wenn eine zweite Eingangsspannung eingespeist 
wird. 

Wie in Fig. 3 dargestellt ist, enthalt die Pegelumsetzer- 
schaltung gemaS der vorliegenden Erfindung einen Inverter 40 
INV31 zum Invertieren eines ersien Eingangssignals EINl; 
einen NMOS -Transistor NM31, dessen Gate-AnschluB ein 
durch den Inverter INV3 1 invertiertes Eingangssignal £1^3 
enlpfangt, dessen Source-AnschluB mit einer Erdungsspan- 
nung VSS verbunden ist und dessen Drain-AnschluB mit ei- 45 
nem Knoten B' verbunden ist, einen. NVIOS -Transistor 
NM32, dessen Gate-AnschluB eine extern angelegte Span- 
nung VCC empfangt, dessen Source-AnschluB mit dem 
Knoten B' verbunden ist und dessen Drain-AnschluB mit ei- 
nern Knoten C verbunden ist, einen NMOS-Transistor 50 
NM33, dessen Gate-AnschluB ein erstes Eingangssignal 
EINl empfangt, dessen Source-AnschluB mit einer Er- 
dungsspannung VSS. verbunden isi und dessen Drain-An- 
schluB mit einem Knoten A' verbunden ist, einen NMOS- 
Transistor NM34, dessen Gate-AnschluB die extern ange- 55 
legte Spannung VCC erapftingi, dessen Source-AnschluB 
mit dem Knoten A' verbunden isl und dessen Drain-An- 
schluB mil einem Knoten D' verbunden isl, einen PMOS- 
Transistor PM3 1, dessen Gate-AnschluB mil dem Knoten D' 
verbunden ist und dessen Drain-AnschluB mil dem Knoten 60 
C verbunden ist, worin eine erhohte Spannung VPP an des- 
sen iJource-AnschluB bzw. das Substrat angelegt wird, einen 
PMOS-Transistor PM32, dessen Gate-AnschluB mit dem 
Knoten C verbunden ist und dessen Drain-AnschluB mit ei- 
nem Knoten D' verbunden ist, worin cine erhbhve Spannung 65 
VPP an dessen Source-AnschluB bzw. das Substrat angelegt 
wird, einen PMOS-Transistor PM33, dessen Gate-AnschluB 
.mit dem Knoten C verbunden ist und dessen Drain-An- 



schluB mit einem Knoten O' verbunden ist, worin die er- 
hohte Spannung VPP an dessen Source-AnschluB bzw. das 
Substrat angelegt wird, einen N^OS -Transistor NM35, des- 
sen Gate- * aschluB mit dem Knoten C verbunden ist, dessen 
Drain-Ans.,:ilufi mit einem Knoten O' verbunden ist und 
dessen Source-AnschluB ein zweites Eingangssignal EIN2 
empfangt, und einen PMOS-Transistor PM34, dessen Gate- 
AnschluB mit dem Knoten D* verbunden ist, dessen Source- 
AnschluB mit dem Knoten O' verbunden ist und dessen 
Drain-AnschluB das zweite Eingangssignal EIN2 empfangt, 
wobei somit ein Ausgangssignal AUS vom Knoten O' aus- 
gegeben wird. 

Die Operation der Pegelumsetzerschaltung gemaB der 
vorliegenden Erfindung wird nun mit Verweis auf die beilie- 
genden Zeichnungen erlautert. 

Wenn das erste Eingangssignal EINl ein ausgewahltes 
Blocksignal ist und das zweite Eingangssignal EIN2 ein 
Auswahlsignal des Blocks ist, der mit der anderen Seite ei- 
nes Leseverstarkers verbunden ist, und die Speicherschal- 
tung von einem gesperrten Zustand in einen freigegebenen 
Zustand geschaltet wird, wird das erste Eingangssignal 
EINl von einem hohen Pegel in einen niedrigen Pegel uber- 
gefuhrt, und das zweite Eingangssignal EIN2 halt standig ei- 
nen Hochpegelzustand. 

Wie in den Fig. 4A bis 4H dargestellt ist, wird, wenn das 
erste Eiragangssignal EINl in einen niedrigen Pegel iiberge- 
fuhrt wird, wird das invertierte Signal EIN3 in einen hohen 
Pegel ubergefuhrt, und der NMOS-Transistor NM33 und 
der NMOS-Transistor NM31 werden ausgeschaltet. Der Si- 
gnalpegel am Drain-AnschluB des NMOS -Trans is tors 
NM31 wird deshalb in einen niedrigen Pegel ubergefuhrt, 
und, well der NMOS-Transistor NM32 immer eingeschaltet 
ist, wird der Signalpegel am Knoten C ein niedriger Pegel. 
Da der Knoten C mit den Gate-AnschlUssen des PMOS- 
Transistors PM32, des PMOS -Transistors PM33 bzw. des 
NMOS-Transistors NM35 verbunden ist, wird der PMOS- 
Transistor PM32 aktiviert, und der Signalpegel am Knoten 
D' wird ein erhohter Spannungspegel VPP. 

Da der NMOS-Transistor NM34 immer eingeschaltet ist, 
wird daher der Signalpegel am Knoten A' VCC- Vt. 

Da der Signalpegel am Knoten C ein niedriger Pegel ist, 
erhoht der PMOS-Transistor PM33 den Spannungspegel am 
Knoten O' bis zu einer erhohten Spannung VPP. AuBerdem 
wird der NMOS-Transistor NM35 ausgeschaltet. 

Da der Signalpegel am Knoten D' die erhohte Spannung 
VPP ist, wird der PMOS-Transistor PM34 ausgeschaltet. 

Wenn das erste Eingangssignal EINl gespern ist (hoher 
Pegel), ist der NMOS-Transistor NM31 ausgeschaltet und 
der NMOS-Transistor NM33 eingeschaltet. Da der NMOS- 
Transistor NM34 intern eingeschaltet ist, wird der Signalpe- 
gel am Knoten D' in einen niedrigen Pegel ubergefuhrt. Des- 
halb wird der PMOS-Transistor PM31 aktiviert, der Signal- 
pegel am Knoten C bis zum erhohten Spannungspegel VPP 
erhoht, der NMOS-Transistor NM35 eingeschaltei und der 
Pegel des Ausgangssignals AUS auf den Pege! der extern 
angelegten Spannung VCC verringert. 

Da die PMOS-Transistoren PM32 und PM33 ausgeschal- 
tet sind und der PMOS-Transistor PM34 eingeschalrcJ ist. 
arbeitet hier der PMOS-Transistor PM34 zusanunen mit 
dem NMOS-Transistor NM35 als ein CMOS-Pull-Down- 
Schalter. 

Wie in den Fig. 5A bis 5H dargestellt ist, wird, wenn das 
erste Eingangssignal EINl einen hohen Pegel halt und der 
Pegel des zweiten Eingangssignals EIN2 vom hohen Pegel 
in einen niedrigen Pegel ubergefuhrt wird, der NMOS-Tran- 
sistor NM33 eingeschaltet und der NMOS-Transistor NM3 1 
ausgeschaUet, so daB der Signalpegel am Knoten D' ein 
niedriger Pegel wird. Da die PMOS-Transistoren PM3 1 und 
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PM34 aktiviert sind, wird daher am Knoten O' das zweite 
Eingangssignal EIN2 als ein Ausgangssignal AUS ausgege- 
ben. Da der Signalpegel am Knoten C' wahrend eines Spei- 
cherbetriebs ein hoher Pegel ist, bleiben hier die PMOS- 
Transistoren PM32 und PM33 ausgeschaltet. 5 

Die NMOS-Transistoren NM34 und NM32 werden au- 
. Berdem venvendet, um die Arbeitslasten der PMOS -Trans i- 
storen PM31 und PM32 zu reduzieren, und bleiben ur- 
sprunglich ausgeschaltet, wenn die Knoten C und D', an de- 
nen die Signalpegel auf dem erhohten Spannungspegel VP? lO 
liegen, durch den NMOS-Transistor NM33 oder den 
NMOS-Transistor NM31 mit der Erdungsspannung VSS 
verbunden. Zu dieser Zeit haben die Knoten A' und B' ent- 
weder den Wert VCC-Vt oder der Erdungsspannung VSS. 

Der NMOS-Transistor NM35 und der PMOS-Transistor 15 
PM34 geben hier ohne Riicksicht auf die Pegel des zweiten 
Eingangssignals EIN2 das Ausgangssignal AUS an den 
CMOS-Schalter aus. 

Wenn ein Ubertragungsgate-Treiber, der ein Zellenarray 
und einen Leseverstarker verbindet, im DRAM mit einem 20 
gemeinsamen Leseverstarkeraufbau und einer bidirektiona- 
len globalen Bitleitungsstruktur venvendet wird, sind meh- 
rere Arrays zwischen zwei Leseverstaricem vorgesehen, und 
ein Obertragungs transistor ist zwischen die Arrays geschal- 
tet. Der Ubertragungstransistor halt daher einen Pegel der . 25 
extemen Spannung VCC, wenn die Speicherschaltung ge- 
sperrt ist. Wenn die Schaltung angesteuert wird, wird der Si- 
gnalpegel am ausgewahlten Ubertragungstransistor ein Pe- 
gel der erhohten Spannung VPP, und der Signalpegel am 
nicht ausgewahlten Ubertragungstransistor wird ein Er- 30 
dungsspannungspegel VSS. 

Die Pegelumsetzerschaltung gemaB der vorliegenden Er- 
findung kann daher als ein iJbertragungsgate-Treiber ver- 
wendet werden, der einen Zellenblock und ein Leseverstar- 
ker in einer Speicherschaltung, wie z. B. einem DRAM mit 35 
einem gemeinsamen Leseverstarkeraufbau, verbindet. Da 
der Pull-Down-Transistor verwendet wird, ist es auBerdem 
mogUch, einen Energieverbrauch zu verringern, und die 
Schaltung wird mit hoher Geschwindigkeit betrieben. Da es 
moglich ist, drei verschiedene Spannungspegel VCC, VPP 40 
und VSS unter Verwendung einer Schaltung zu erzeugen, 
kann iiberdies die Pegelumsetzerschaltung gemaB der vor- 
liegenden Erfindung als ein Spannungspegelumsetzer ver- 
wendet werden. Die Anordnungsflache der Schaltung ist im 
Vergleich zum Stand der Technik verringert. 45 

Obwohl die bevorzugten Ausfuhrungsformen der vorlie- 
genden Erfindung zu Veranschaulichungszwecken offenbart 
wurden, erkennl der Fachmann, daB verschiedene Modifika- 
tionen, Zusatze und Ersetzungen moglich sind, ohne vom 
Umfang und Geist der Erfindung abzuweichen, wie sie in so 
den beiliegenden Anspriichen dargelegt ist. 

Patentanspriiche 

1. Pegelumsetzerschaltung mit: 55 
einem Inverter (INV31) zum Invertieren eines Ein- 
gangssignals (EINl); 

einem ersien NMOS -Transistor (NM31). dcssen Gaie- 
AnschluB ein durch den Inverter (INV31) inveriiertes 
Eingangssignal (EIN3) empfangt, dessen Sour^c-An- 60 
schluB rnit einer Erdungsspannung VSS verbunden isl 
und dessen Drain-AnschluB mit einem Knoien B* ver- 
bunden ist; 

einem zweiten NMOS-Transistor (N'M33), dcssen 
Gafe-AnschluB ein ersies Eingangssignal (EINl) ernp- 65 
fangt, dessen Source- AnschluS mit einer Erdungsspan- 
nung VSS verbunden ist und dessen Drain-AnschluR 
mit einem Knoten A' verbunden ist; 
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einem dritten NMOS-Transistor (NM34), dessen Gate- 
AnschluR eine extern angelegte Spannung. VCC emp- 
fangt, dessen Source- AnschluB mit dem Knoten A' ver- 
bunden ist und dessen Drain-AnschluB mit einem Kno- 
ten D' verbunden ist; 

einem ersten PMOS-Transistor (PM31), dessen Gate- 
AnschluB mit dem Knoten D' verbunden ist und dessen 
Drain-AnschluB mit dem Knoten C verbunden ist, wo- 
rin dessen Source-AnschluB und ein Substrat eine er- 
hohte Spannung VPP empfangen; 
einem zweiten PMOS-Transistor (PM32), dessen Gate- 
AnschluB mit dem Knoten C verbunden ist und dessen 
Drain-AnschluB mit dem Knoten D' verbunden ist, wo- 
rin ein Source-AnschluB und ein Substrat die erhohte 
Spannung empfangen; 

einem dritten PMOS-Transistor (PM33), dessen Gate- 
AnschluB mit dem Knoten C verbunden ist und dessen 
Drain-AnschluB mit einem Knoten O* verbunden ist, 
worin dessen Source-AnschluB und ein Substrat eine 
erhohte Spannung VPP empfangen; 
einem vierten NMOS-Transistor (NM35), dessen Gate- 
AnschluB mit dem Knoten C verbunden ist, dessen 
Drain-AnschluB mit dem Knoten O' verbunden ist und 
dessen Source-AnschluB ein zweites Eingangssignal 
(EIN2) empfangt; und 

einem vierten PMOS-Transistor (PM34), dessen Gate- 
AnschluB mit dem Knoten D' verbunden ist, dessen 
Source-AnschluB mit dem Knoten O' verbunden ist und 
dessen Drain-AnschluB das zweite Eingangssignal 
(EIN2) empfangt. 

2. Schaltung nach Anspruch 1, worin, wenn ein erstes 
Eingangssignal ein ausgewahltes Blocksignal ist und 
ein zweites Eingangssignal ein Auswahlsignal von ei- 
nem Block ist, der mit einer anderen Seite eines Leser- 
verstarkers verbunden ist, und eine Speicherschaltung 
gesperrt ist, das erste Eingangssignal ein hoher Pegel 
wird und. wenn die Speicherschaltung freigegeben 
wird, das erste Eingangssignal ein niedriger Pegel 
wird. 

3. Schaltung nach Anspruch 2, worin das zweite Ein- 
gangssignal standig einen Hochpegelzustand halt. 

4. Schaltung nach Anspruch 1, worin, wenn das zweite 
Eingangssignal ein ausgewahltes Blocksignal ist und 
das erste Eingangssignal ein Auswahlsignal von einem 
mit einer anderen Seite des Leserverstarkers verbunde- 
nen Block ist und die Speicherschaltung gesperrt ist, 
das zweite Eingangssignal ein niedriger Pegel wird, 
und das zweite Eingangssignal ein hoher Pegel wird, 
wenn die Speicherschaltung freigegeben wird, 

5. Schaltung nach Anspruch 4, worin das erste Ein- 
gangssignal standig einen Hochpegelzustand halt. • 

6. .Schaltung nach Anspruch 4, worin das Eingangssi- 
gnal ohne Riicksicht auf den Pegel des zweiten Ein- 
gangssignals durch Verwenden eines CMOS-Pull- 
Down-Schalters direkt ausgegeben wird. 

7. Schaltung nach Anspruch 1, femer mit einem Uber- 
tragungsgate-Treiber, der einen Zellenblock und einen 
Leseverstarker in einer Speicherschaltung, wie z. B. ei- 
nem DRAM mil einem gemeinsamen Leseverstarker- 
aufbau, verbindet. 

8. Schaltung nach Anspruch L worin die Pegelumset- 
zerschaltung als ein Spannungspegelumsetzer verwen- 
det wird. 

9. Schaltung nach .Anspruch 1, femer mit einem Pull- 
Do wn-Transi stor 

10. Schaltung nach Anspruch 1, worin die Pegelum- 
setzerschaltung drei yerschiedene Spannungspegel 
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VTR VCC und VSS erzeugen kann. 
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